
有機金属材料を用いた結晶成長法により、非混和性の強い材質でも相分離させず

に新しい混晶半導体結晶を作製することが出来る。 また、表面・界面制御により量

子ドット、量子井戸、超格子などを作製し、量子効果により様々な物性や機能を実現

していく。 それらによって生じる広範囲なバンドギャップエンジニアリングという利

点から、新機能を持った光デバイス・電子デバイスを開発する。

新機能を持った光デバイス・電子デバイス

新しい機能を持った光・電子デバイスの実現を目指す

電気・電子・通信

原子を1層ずつ結晶成長させ、新しい半導体材料を開発する。表面・界面

エンジニアリングによる半導体ナノ量子構造の作製により、新しい機能を

持った光・電子デバイスが可能。 従来のナノサイズからマスクなしでサブ

ミクロン構造も作製できるようになってきている。

キーワード：白樺・ベチュリン・生分解性プラスチック

研究の目的

研究の概要
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キーワード：化合物半導体、酸化物半導体、結晶成長、量子ドット

混晶半導体
結晶を作製
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取得済

半導体ナノテク技術や結晶成長装置の開発に関することの相談に応じることができます。

お気軽にお問い合わせください。

化合物半導体成長装置、紫外線センサー、近赤外光

デバイス。

結晶成長装置の開発、化合物半導体材料の開発、高分解能X線回折測定とシミュレーション解析、ナノ量子

構造の作製、大面積ZnO成長技術の開発。

任意の結晶構造、格子定数の結晶が作製可能。
広範囲でバンドギャップエンジニアリングが可能。
GaAsNSeノンアロイオーミック電極が可能。

GaAsN（ガリウムヒ素窒素）系半導体混晶の研究、
Ⅲ－Ⅴ族化合物半導体量子ドットの研究、透明酸
化物半導体の研究。

基礎研究　応用段階

電気・電子

ナノ量子構造による新機能創出、高効率発光デバイ

ス、太陽電池、光通信用光デバイス、透明デバイス。

◆研究に関連した特許の出願、登録状況

◆製品化、事業化のイメージ

◆従来研究（技術）と比べての優位性

◆適応分野

◆研究のステージ

◆研究の新規性、独自性

◆研究（開発）に関連して、あるいはそれ以外に関われる業務

◆利用可能な設備、装置など

◆教員からのメッセージ

有機金属分子線エピタキシ―装置 アルゴンイオンスパッタ/反射高速電子回析装置

新しい機能を持った光・電子デバイスの実現を目指す


